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DESCRIPCION

Dispositivo de elevacién y apoyo.

La presente invencion se refiere a una instalacién
de procesamiento por plasma para el tratamiento de
elementos con forma de placa de gran superficie con
un dispositivo de elevacién y apoyo que aloja al ele-
mento con forma de placa, asi como a un procedi-
miento de elaboracién correspondiente.

En la elaboracién y en particular en el recubri-
miento o el bombardeo idénico de semiconductores,
por ejemplo obleas de silicio para la fabricacién de
circuitos de conmutacién integrados o de dieléctricos,
tales como placas de vidrio para la fabricacién de mo-
nitores de pantalla plana, es necesario transportar, al-
macenar de forma intermedia etc., esto es, en general
manipular de determinada forma, los substratos que
aqui la mayoria de las veces son elementos en forma
de placa, entre o durante las etapas de elaboracion in-
dividuales. No obstante, a diferencia de otros dambitos
de la logistica de procesamiento esto conlleva dificul-
tades, ya que aqui se trata de componentes extrema-
damente sensibles o procesos en los que las minimas
perturbaciones pueden conducir a un fuerte perjuicio
o incluso a la destruccién de los componentes.

Un problema que se presenta en general en la ma-
nipulacién de semiconductores, y especialmente en
la manipulacién de dieléctricos que llevan circuitos
eléctricos, como por ejemplo transistores de pelicu-
la delgada, es el problema de la carga eléctrica y la
consiguiente descarga electrostatica no deseada. Co-
mo se desprende del cuadro esquemdtico de la Fig.
6, por procesos de elaboracién, por ejemplo procedi-
mientos de recubrimiento de plasma, aunque también
por procesos de rozamiento en el transporte de ele-
mentos con forma de placa, se puede producir una
carga electrostdtica del elemento con forma de pla-
ca. Esta carga sobre el elemento con forma de placa
(4) estd representada esquemadtica en la Fig. 6 y de-
signada con el simbolo de referencia 8. Si ahora el
elemento de placa cargado es llevado a diferente dis-
tancia hacia el potencial de tierra, como puede suce-
der por ejemplo al elevar el elemento con forma de
placa (4), se producen diferencias de potencial sobre
el elemento con forma de placa (4), que estdn repre-
sentadas en la Fig. 6 con V, y V,. Estas diferencias
de potencial sobre la superficie superior del elemento
con forma de placa pueden ahora conducir a una des-
carga electrostitica no deseada sobre los circuitos de
conmutacién dispuestos sobre la superficie superior o
transistores de pelicula delgada. Esto se muestra es-
quemadticamente en la Fig. 6 en el marco en el centro
de la figura. La descarga electrostatica puede condu-
cir a una destruccién del componente, de manera que
en caso de duda el elemento con forma de placa com-
pleto con su pluralidad de circuitos de conmutacién o
transistores de pelicula delgada es desechado.

A este problema se ha hecho frente hasta ahora in-
tentando evitar una carga de los elementos con forma
de placa, por ejemplo por ionizacion del aire ambien-
te. No obstante, se ha comprobado que es casi practi-
camente irrealizable evitar por completo la carga elec-
trostatica. Otro planteamiento para resolver el proble-
ma de la descarga electrostdtica no deseada es aquel
en el que durante el proceso de fabricacién todos los
circuitos sobre el semiconductor o el dieléctrico son
puestos en cortocircuito por conducciones colocadas
adicionalmente, llamadas bus bars. Sin embargo, esto
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tiene el inconveniente por un lado de que es necesario
un alto despliegue para la colocacién y posterior reti-
rada de las bus bars. Ademds las bus bars obstaculizan
el siguiente proceso de fabricacion.

Otro problema en la manipulacién de elementos
con forma de placa consiste, en particular en el caso
de los procedimientos de plasma, en que éste se ve
perturbado por dispositivos de elevacién y apoyo en
las cdmaras de plasma, lo que conduce a repercusio-
nes en las propiedades de los elementos tratados con
el plasma. Asi, en las instalaciones de plasma habi-
tualmente los elementos a ser tratados, como elemen-
tos con forma de placa, por ejemplo obleas de silicio
o placas de vidrio, son depositados sobre placas ba-
se metdlicas para ser tratadas con el procedimiento
de plasma. En los bordes de la placa base estan pre-
vistos pasadores que pueden ser anclados en la placa
base para elevar y descender los elementos con for-
ma de placa a ser tratados, para que un dispositivo de
agarre por ejemplo un brazo de robot con un soporte
con forma de horquilla pueda agarrar por debajo los
elementos con forma de placa y transportarlos desde
una estacién de elaboracién a la siguiente. Los pasa-
dores del dispositivo de elevacién y apoyo conocido
estan dispuestos en el borde de la placa base, ya que
los agujeros de pasador en los que son conducidos los
pasadores representan una falta de homogeneidad en
la placa base metdlica y asi pueden conducir a una
modificacién del plasma a través de estas zonas. La
modificacién del plasma a través de estas zonas tiene,
no obstante, como consecuencia que aqui por ejemplo
la separacion de capas o el bombardeo i6nico por me-
dio de plasma se veria perturbado. Puesto que, no obs-
tante, habitualmente en los bordes de los elementos
con forma de placa no son colocados circuitos de con-
mutacién o transistores de pelicula delgada, es decir
elementos activos, la disposicion de los pasadores con
los agujeros de pasadores en estas zonas es inocua. Al
aumentar el tamafio y disminuir el espesor de los ele-
mentos con forma de placa, esto conduce, no obstan-
te, al problema de tener que prever también pasadores
en el centro de la placa base para garantizar un apoyo
suficiente del elemento con forma de placa en la ele-
vacién o descenso. De esta forma existe sin embargo
por los agujeros de pasadores en los procedimientos
de plasma también una falta de homogeneidad en la
zona del centro del dispositivo de elevacion y apoyo,
por lo que serfa deseable poder fabricar igualmente
zonas activas de los elementos con forma de placa.
Hasta aqui se las arreglaba uno con el hecho de que
sobre un elemento con forma de placa son generados
varios componentes finales, que al final son separados
uno de otro por separacién del elemento con forma de
placa. Por tanto, es posible también prever en los lu-
gares de separacion pasadores correspondientes que
tampoco aqui en estas zonas tengan repercusion en la
perturbacion del plasma por los pasadores o agujeros
de pasadores situados por debajo. Puesto que, no obs-
tante, por ejemplo para la fabricacién de monitores de
pantalla plana se tiene que las zonas activas particu-
lares de los elementos de tipo placa al disminuir el
espesor de los elementos con forma de placa se hacen
mds grandes, se ponen ciertos limites a estos reme-
dios.

Ademds es conocido, por ejemplo por el docu-
mento US 6 228 438 B1, depositar los elementos a ser
tratados en el plasma sobre pasadores para por debajo
del elemento a ser tratado realizar una capa dieléctri-
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ca. Con ello se producen por los pasadores igualmen-
te perturbaciones en el plasma en la zona de los mis-
mos. Estas son atenuadas por escotaduras adicionales
en torno a los pasadores en la placa base.

El documento US-A-5 669 977 muestra una insta-
lacién de procesamiento por plasma para el tratamien-
to de elementos con forma de placa, con un disposi-
tivo de elevacion y apoyo que aloja al elemento con
forma de placa y con un elemento base sobre el que
estd dispuesta una pluralidad de pasadores que pueden
ser anclados en los agujeros de pasador previstos en el
elemento base, y sobre cuyos extremos es montado el
elemento con forma de placa para la manipulacién o
durante el tratamiento con plasma, siendo el didmetro
de los pasadores 0,76 mm y el de los agujeros para los
pasadores de 1,0 mm.

El documento EP-A-O 821 404 muestra una ins-
talacién de procesamiento para el tratamiento térmico
de elementos con forma de placa de gran superficie
con un dispositivo de elevaciéon y apoyo que aloja al
elemento con forma de placa y con un elemento ba-
se metdlico sobre el que estd dispuesta una pluralidad
de pasadores, que pueden ser anclados en los agujeros
para pasadores previstos en el elemento base y sobre
cuyos extremos estd montado el elemento con forma
de placa para la manipulacién o durante el tratamien-
to, estando formados los pasadores de cuarzo, y sien-
do el didmetro de los pasadores de 2 mm y el de los
agujeros de pasador de 4,75 mm.

Por consiguiente, el objeto de la presente inven-
cién es conseguir de forma completamente general
un dispositivo de elevacién y apoyo para la manipu-
lacién y almacenamiento de elementos con forma de
placa, en particular de gran superficie, que pueda ser
empleado en una pluralidad de procesos, y que evite
los problemas mostrados al principio. En particular,
es el objeto de la presente invencidn conseguir un dis-
positivo de elevacion y apoyo para elementos corres-
pondientes, que sin medidas adicionales y complica-
das evite dafios por descargas electrostaticas no desea-
das. Ademds, el dispositivo de elevaciéon y apoyo debe
ejercer una perturbacién lo més pequefia posible de un
plasma previsto para el tratamiento del elemento con
forma de placa, de manera que se eviten repercusio-
nes negativas sobre la fabricacién y las propiedades
de los elementos con forma de placa.

Este objeto se lleva a cabo por una instalacién de
procesamiento por plasma segun la reivindicacion 1
o un procedimiento para la elaboracién de substratos
con forma de placa segun la reivindicacién 18. Per-
feccionamientos ventajosos son objeto de las reivin-
dicaciones subordinadas.

Es esencial para llevar a cabo el objeto menciona-
do y todos sus aspectos parciales que para un disposi-
tivo de elevacion y apoyo con un elemento base sobre
el que estd prevista una pluralidad de pasadores para
llevar los elementos con forma de placa, el didmetro
de los pasadores o de los agujeros de los pasadores, en
los que pueden estar anclados los pasadores, se elija
pequefio, de tal modo que los problemas menciona-
dos al principio no puedan producirse o sean evitados
esencialmente. Como a continuacién se explica en de-
talle es precisamente la realizacién fina o delgada de
los pasadores lo que resuelve los diversos problemas
en los dispositivos de elevacién y apoyo segun la in-
vencion.

Asi como los inventores han comprobado, el pro-
blema de la descarga electrostatica no deseada puede
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evitarse con una realizacién delgada de los pasadores
dieléctricos, con lo que se reduce notablemente la ge-
neracién de diferencias de potencial sobre la superfi-
cie superior de los elementos con forma de placa. De-
pendiendo de las propiedades del elemento con forma
de placa, por ejemplo el espesor y el tipo del elemento
con forma de placa, por ejemplo el semiconductor o
dieléctrico, asi como el nimero y tipo de componen-
tes eléctricos, como por ejemplo transistores, la re-
duccién del espesor de los pasadores conduce a evitar
descargas electrostaticas y, por tanto, un dafo del ele-
mento con forma de placa a ser manipulado. Segtn la
invencion los pasadores son fabricados de un material
dieléctrico ya que en el caso de un elemento base fa-
bricado de metal para instalaciones de procesamiento
por plasma, los pasadores conductores conducirian a
la formacién de diferencias de potencial altas sobre el
elemento con forma de placa, lo cual tampoco podria
ser evitado por una realizacion fina de los pasadores.

Para poder desplazar los elementos con forma de
placa que se van a depositar sobre los pasadores res-
pecto al elemento base, los pasadores pueden ser an-
clados en el elemento base por lo que estan previstos
en éste agujeros de pasador. El elemento base puede
ser una placa, una rejilla, horquillas de transporte o
similares.

En las instalaciones de procesamiento por plasma
el elemento con forma de placa es depositado habi-
tualmente durante el procesamiento por plasma sobre
el elemento base, que esta realizado de metal para la
generacion del plasma. Los pasadores del dispositivo
de elevacidn y apoyo estdn dispuestos anclables en el
elemento base, ya que sélo sirven para elevar y des-
cender el elemento con forma de placa. Los agujeros
de pasador previstos para ello generan no obstante la
falta de homogeneidad en el elemento base que se pre-
tende evitar segun la invencién, que perturba al plas-
ma en las zonas por arriba. Correspondientemente los
didmetros de los agujeros de pasador y de los pasado-
res conducidos en su interior se eligen tan pequefios
que se evite esencialmente una perturbacién del plas-
ma y por tanto un dafio del elemento con forma de
placa. Puesto que una eventual perturbacién del plas-
ma por la falta de homogeneidad del elemento base
depende también del propio plasma y del elemento a
ser tratado, hay que elegir el didmetro de los agujeros
de pasador o los pasadores en correspondencia al caso
de aplicacion.

En general hay que recalcar que para evitar el pro-
blema de la descarga electrostatica no deseada, asi co-
mo para evitar las perturbaciones del plasma, hay que
elegir el didmetro de los pasadores en el dispositivo de
elevacién y apoyo lo mas pequeiio posible. El limite
exacto del didmetro de los pasadores o de los agujeros
de los pasadores se puede averiguar en virtud del caso
de aplicacidn, lo que, no obstante, no representa nin-
glin problema para el experto. Teniendo en cuenta los
conocimientos de un experto y la presente revelacion,
éste puede averiguar los valores limite en un caso par-
ticular, bien por ensayos adecuados o por simulacién
numérica.

En general se ha mostrado que en particular para
el caso en que sea empleado el dispositivo de eleva-
cién y apoyo en instalaciones de procesamiento por
plasma, el didmetro de los pasadores debe ser menor
que el espesor de la vaina de plasma que rodea al plas-
ma.

En particular para evitar descargas electrostaticas
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no deseadas ha demostrado ser eficaz que el didmetro
de los pasadores sea menor de su longitud sobresa-
liente por el elemento base, en particular el elemento
base metdlico, partida por 15. Como magnitud para
el didmetro de los pasadores ha resultado que el dia-
metro de los pasadores deberia ser menor de 3 mm,
preferentemente menor de 2 mm y en particular igual
a 1,8 mm.

Para garantizar un apoyo suficiente de los elemen-
tos con forma de placa que van a ser portados y evi-
tar un esfuerzo excesivo de los pasadores delgados,
es ventajoso prever un nimero suficiente de pasado-
res por m’> de superficie de elemento base. Preferen-
temente el nimero de pasadores por m? de superficie
base deberia situarse por encima de 5, en particular
preferentemente por encima de 10 y en especial por
encima de 15. En particular en el caso de elemen-
tos con forma de placa delgados, como es el caso por
ejemplo de substratos de vidrio para monitores de TV
planos, la distancia media de los pasadores no deberia
ser mayor de 300 mm, siendo conveniente en todos
los casos que los pasadores estén distribuidos unifor-
memente sobre el elemento base.

Es preferible fabricar los pasadores de un dieléc-
trico con baja constante dieléctrica para con ello re-
ducir atn maés el peligro de diferencias de potencial
sobre la superficie superior de los elementos con for-
ma de placa.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los
pasadores presenten también propiedades mecénicas
adecuadas. Para ello es especialmente ventajoso que
los pasadores presenten suficiente elasticidad, esto es,
estén hechos de un material eldstico adecuado. Esto
evita que los pasadores muy finos se rompan en ca-
so de aplicacién de fuerzas perpendiculares. Las fuer-
zas perpendiculares pueden producirse, por ejemplo,
por dilatacién térmica del elemento con forma de pla-
ca alojado durante el tratamiento o por pasadores no
alineados correctamente en la elevacién o descenso.
Segtin el ambito de aplicacién ha dado buen resultado
fabricar los pasadores de un polimero o de una ce-
ramica. Materiales especialmente ventajosos son aqui
politetrafluoretileno, poliisobutileno, poliacrilato, po-
lietileno, asi como cuarzo, cordierita, 6xido de alumi-
nio o circonio.

Para reducir las fuerzas perpendiculares sobre los
pasadores es ventajoso también evitar la adherencia
entre el extremo de los pasadores, sobre los que esta
montado el elemento con forma de placa, y el elemen-
to con forma de placa. En particular deberia evitarse
un pegado. Esto puede conseguirse por ejemplo si los
pasadores estan dispuestos giratorios en torno a su eje
longitudinal. Por el giro de los pasadores se evita una
adherencia demasiado fuerte de los extremos de los
pasadores al elemento con forma de placa, de mane-
ra que no puede alcanzarse la fuerza de rozamiento
necesaria para la transmisién de fuerzas perpendicu-
lares. Alternativamente a un giro de los pasadores en
torno a su eje longitudinal, los pasadores pueden rea-
lizar también un movimiento de translacién oscilante
realizado a lo largo de su eje longitudinal. Para este
fin puede ser ventajoso prever un transductor piezoe-
léctrico que pueda generar los movimientos de trans-
lacién.

Otra posibilidad para evitar altas fuerzas perpen-
diculares consiste en prever dos conjuntos indepen-
dientes de pasadores que elevan o descienden alterna-
tivamente el elemento con forma de placa.
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Con el fin de evitar altas fuerzas perpendiculares
es también ventajoso realizar los extremos de los pa-
sadores sobre los que es montado el elemento con for-
ma de placa de manera que no se generen altas fuerzas
de rozamiento. Para ello basta pulir lisa la superficie
superior o aplicar un recubrimiento con bajo coefi-
ciente de rozamiento.

Otras ventajas, rasgos y caracteristicas de la pre-
sente invencion se hardn claras con la descripcion de-
tallada a continuacién de un ejemplo de realizacién en
virtud de los dibujos adjuntos. Los dibujos muestran
asi en conjunto de forma puramente esquematica en:

Fig. 1, un dispositivo de elevacién y apoyo en una
vista en seccién transversal con una placa de vidrio
dispuesta sobre €l por un lado durante el tratamiento
con plasma y por otro en la elevacién de la placa de
vidrio;

Fig. 2, una seccién transversal del dispositivo de
elevacion y apoyo con una placa de vidrio elevada;

Fig. 3, una seccién transversal de un dispositivo
de elevacion y apoyo con una placa de vidrio elevada,
en la que los pasadores estan dispuestos giratorios;

Fig. 4, una seccion transversal a través de un dis-
positivo de elevacion y apoyo con una placa de vidrio
elevada, en el que los pasadores pueden oscilar por
medio de un transductor piezoeléctrico a lo largo de
su direccién longitudinal;

Fig. 5, varias secciones transversales a través de
un dispositivo de elevacion y apoyo en el descenso de
una placa de vidrio, presentando el dispositivo de ele-
vacién y apoyo dos juegos de pasadores para llevar la
placa de vidrio alternativamente, asi como un diagra-
ma que muestra el curso recorrido-tiempo de los dos
juegos en pasadores, asi como de la placa de vidrio; y
en

Fig. 6, una representacion esquematica de una dis-
tribucion de tension no homogénea no deseada de una
placa de vidrio impulsada con una carga electrostati-
ca a distancia diferente de tierra, pudiendo conducir la
diferencia de tension a una descarga electrostatica no
deseada sobre la placa de vidrio dotada de circuitos
de conmutacion.

La Fig. 1 muestra en una seccién transversal en
dos imdgenes parciales, un fragmento de una forma
de realizacién del dispositivo de elevacion y apoyo en
el que por un lado el pasador 2 mostrado estd anclado
en la placa base 1 y el elemento con forma de pla-
ca 4 a ser tratado, por ejemplo una placa de vidrio,
estd depositado sobre la placa base 1, asi como por
otro lado el pasador 2 desplazado, que sobresale por
la placa base 1 y en uno de cuyos extremos 9 se apoya
la placa de vidrio 4. En la representacion esquemética
de la Fig. 1, el agujero 3 de pasador esta representado
s6lo en una zona superior. Sin embargo, el agujero 3
de pasador puede estar realizado también de manera
que posea a través de toda su altura el mismo dia-
metro. Para una mejor representacién se muestra, no
obstante, un agujero de pasador que en su zona supe-
rior presenta un didmetro considerablemente mayor
que el pasador 2. Aunque ésta es una forma de reali-
zacidn posible, serd habitualmente la forma de reali-
zacion preferida aquella en la que el agujero 3 de pa-
sador es s6lo minimamente mayor en didmetro que el
pasador 2, y concretamente en la medida en que posi-
bilite un movimiento libre del pasador 2 en el agujero
3 de pasador. En este caso no es tampoco necesaria
una variacién del didmetro del agujero 3 de pasador a
través de su longitud.
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Como se muestra igualmente en la Fig. 1, el dis-
positivo de elevacién y apoyo es empleado en el tra-
tamiento por plasma de una placa de vidrio 4. Para
ello por encima de la placa de vidrio 4 es encendido
un plasma 5 cuando la placa de vidrio 4 es depositada
sobre la placa base metélica 1. Entre el plasma 5 y la
placa de vidrio 4 se forma un espacio intermedio libre
de plasma, que aqui es denominado vaina de plasma
6. La vaina de plasma 6 presenta habitualmente un
espesor de 2 a 3 mm. En correspondencia, la forma
de realizacion preferida segin la Fig. 1 estd realiza-
da de manera que tanto el didmetro de los agujeros
3 de pasador como el correspondiente a cada pasador
2 es menor que el espesor de la vaina de plasma 6.
Por consiguiente, el radio de los agujeros 3 de pasa-
dor, asi como el correspondiente al de los pasadores
2 en el ejemplo de realizacién mostrado es menor de
1 mm.

La Fig. 2 muestra igualmente un fragmento de una
forma de realizacién del dispositivo de elevacion y
apoyo en seccidn transversal, estando aqui el pasa-
dor 2 desplazado por completo fuera de la placa base
1 (el agujero 3 de pasador no se muestra aqui). En
esta forma de realizacion estd representada esquema-
ticamente otra posibilidad de la realizacién segun la
invencion de los pasadores 2, concretamente aquella
en la que el radio de los pasadores 2 sea menor que su
altura total desplazada h, partida por 30. Esta forma
de realizacioén estd dirigida en particular al empleo en
la manipulacién de placas de vidrio que estdn dotadas
de circuitos de conmutacién y que estan expuestas por
carga electrostatica a un dafio por descarga electrosta-
tica no deseada.

Las figuras 3 a 5 muestran, respectivamente, frag-
mentos de dispositivos de elevacién y apoyo en sec-
cion transversal, en los que estdn previstas medidas
para evitar una alta carga de los pasadores 2 por fuer-
zas perpendiculares no deseadas al elevar o descender
o durante el tratamiento de los elementos con forma
de placa 4. En particular los ejemplos mostrados en
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estas figuras 3 a 5 estdn orientados a evitar una ad-
herencia fuerte entre los extremos 9 de los pasadores
2 por un lado y los elementos con forma de placa 4
por otro lado, esto es minimizar las fuerzas de roza-
miento.

En la forma de realizacion segin la figura 3, los
pasadores 2 estdn montados giratorios, de manera que
pueden girar en torno a su eje longitudinal. Al elevar
o descender o en el tratamiento de elementos con for-
ma de placa 4, los pasadores 2 son girados de manera
que se evite una fijacion o adherencia de los extremos
9 de los pasadores 2 al elemento con forma de placa
4. Con ello se consigue nuevamente que no puedan
ser ejercidas fuerzas perpendiculares fuertes sobre los
pasadores 2, que por ejemplo pudieran resultar de una
alineacién no exacta de los pasadores 2.

En la forma de realizacién segin la Fig. 4 este
problema de la adherencia o de las fuerzas perpendi-
culares se resuelve de modo que los pasadores 2 son
desplazados por ejemplo por transductores piezoeléc-
tricos en oscilaciones de translacion a lo largo del eje
longitudinal de los pasadores 2, de manera que los pa-
sadores 2 sean descargados periédicamente de la car-
ga del elemento con forma de placa 4. También aqui
se evita que se realice una unién demasiado fuerte en-
tre el extremo 9 de los pasadores 2 y el elemento con
forma de placa 4, lo que podria conducir a una trans-
misién de fuerzas perpendiculares altas inadmisible.

Otra solucién para este problema se muestra en la
forma de realizacién segun la Fig. 5. Aqui estdn pre-
vistos 2 juegos de pasadores 2 6 2’ en el dispositivo de
elevacion y apoyo segun la invencién que asumen al-
ternativamente la funcién de sustentacion para el ele-
mento con forma de placa 4 en la elevacion o el des-
censo o similar. Esto puede conseguirse, por ejemplo,
si los pasadores 2 son movidos tras un curso escalo-
nado en el diagrama recorrido-tiempo, de manera que
el elemento con forma de placa 4 sea montado alter-
nativamente sobre un juego de pasadores 2 y el otro
juego de pasadores 2’.
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REIVINDICACIONES

1. Instalacién de procesamiento por plasma para el
tratamiento de elementos con forma de placa de gran
superficie, con un dispositivo de elevacion y apoyo
que aloja al elemento con forma de placa (4) y con un
elemento base (1) metdlico, sobre el que esta dispues-
ta una pluralidad de pasadores (2), que pueden ser an-
clados en agujeros (3) de pasador previstos en el ele-
mento base, y sobre cuyos extremos (9) el elemento
con forma de placa (4) estd montado para la manipu-
lacién o durante el tratamiento de plasma, pudiendo
presentar el elemento con forma de placa (4) una car-
ga electrostética, eligiéndose el didmetro de los aguje-
ros (3) de pasador y de los pasadores (2) tan pequefios
que adaptados al elemento con forma de placa (4) a
ser tratado por el plasma en la elaboracién con plasma
se evite esencialmente una perturbacién del plasma en
la zona de los agujeros (3) de pasador o pasadores (2)
y una descarga electrostatica no deseada sobre el ele-
mento con forma de placa (4) en la manipulacion y
almacenamiento, estando formados los pasadores (2)
de un material dieléctrico y siendo los didmetros de
los pasadores menores de 3 mm.

2. Instalacién de procesamiento por plasma segtin
la reivindicacion 1, caracterizada porque el didme-
tro de los pasadores (2) es menor que el espesor de la
vaina de plasma.

3. Instalacién de procesamiento por plasma segin
una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada
porque el didmetro de los pasadores (2) es menor que
la quinta parte de su longitud (h;) que sobresale por la
placa base (1).

4. Instalacién de procesamiento por plasma segtin
una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada
porque el didmetro de los pasadores (2) es menor de
2 mm, en particular igual a 1,8 mm.

5. Instalacién de procesamiento por plasma segtin
una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada
porque el niimero de pasadores (2) por m? de superfi-
cie de placa base es mayor de 5.

6. Instalacién de procesamiento por plasma segin
una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada
porque el niimero de pasadores (2) por m? de superfi-
cie de placa base es mayor de 10.

7. Instalacién de procesamiento por plasma segin
una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada
porque el niimero de pasadores (2) por m? de superfi-
cie de placa base es mayor de 15.

8. Instalacién de procesamiento por plasma segtin
una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada
porque la distancia media de los pasadores (2) no es
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mayor de 300 mm y porque los pasadores (2) estin
distribuidos uniformemente a través de la placa base
(1).
9. Instalacién de procesamiento por plasma segin
una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada
porque los pasadores (2) estdn hechos de un dieléctri-
co con constante dieléctrica baja.

10. Instalacién de procesamiento por plasma se-
gln una de las reivindicaciones anteriores, caracte-
rizada porque los pasadores (2) estdn hechos de un
material eldstico.

11. Instalacién de procesamiento por plasma se-
glin una de las reivindicaciones anteriores, caracte-
rizada porque los pasadores (2) estdn hechos de un
polimero.

12. Instalacién de procesamiento por plasma se-
gin una de las reivindicaciones anteriores, caracteri-
zada porque los pasadores (2) estdn hechos de polite-
trafluoretileno, poliisobutileno, poliacrilato o polieti-
leno, o de ceramica.

13. Instalacién de procesamiento por plasma se-
glin una de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizada
porque los pasadores (2) estan hechos de cuarzo, cor-
dierita, 6xido de aluminio o circonio.

14. Instalacién de procesamiento por plasma se-
glin una de las reivindicaciones anteriores, caracteri-
zada porque los pasadores estan dispuestos giratorios
en torno a su eje longitudinal.

15. Instalacién de procesamiento por plasma se-
giin una de las reivindicaciones anteriores, caracteri-
zada porque los pasadores pueden realizar un movi-
miento de desplazamiento oscilante a lo largo de su
eje longitudinal.

16. Instalacién de procesamiento por plasma se-
gln una de las reivindicaciones anteriores, caracteri-
zada porque estan previstos dos juegos de pasadores
(2) independientes entre si que permiten movimientos
de elevacion y descenso independientes.

17. Instalaciéon de procesamiento por plasma se-
glin una de las reivindicaciones anteriores, caracte-
rizada porque los pasadores en sus extremos, so-
bre los que estd montado el elemento con forma
de placa, presentan una superficie superior pulida
y/o un recubrimiento con coeficientes de rozamiento
bajos.

18. Procedimiento para la elaboracién de substra-
tos con forma de placa en una instalacion de procesa-
miento por plasma, caracterizado porque los substra-
tos con forma de placa son movidos sobre dispositivos
de elevacion y apoyo en una instalacion de procesa-
miento por plasma segin una de las reivindicaciones
anteriores.
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